
بنية نانوية جديدة معززة لفعالية رقائق الذاكرة
هل تريدون رقائق ذاكرة أكثرسرعة ف القراءة والتابة؟ تابعوا آخر الإنجازات ف هذا الميدان.

صنع باحثون من جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلس) بنية نانوية جديدة لشرائح المبيوتر بإمانها الرفع من
فعالية ذاكرة الحاسوب، اللوائح الإلترونية، الهواتف الذكية، وكذلك أنظمة الحواسيب ذات القدرة العالية.
تمـن البـاحثون فـ جامعـة كاليفورنيـا UCLA مـن صـناعة مغنـاطيس نـانوي يسـتعمل فـ رقـائق ذاكـرة
(spin) ل كبير. وتتميز البنية الجديدة باستغلال أمثل لدوارن الرفع من فعاليتها بشيم الحاسوب الت
هذا ما سيمن من صناعة ذاكرة حاسوب قوية وفعالة.  ،  (orbital)ترون والخصائص المداريةالإل
MeRAM (magnetoelectric random ــدة، والمســماة ــذاكرة الجدي ــم لهــذه ال ــاز المه ــ الامتي ويتجل
مقارنة مع التنولوجيا الحالية ف أنها تدمج بين طاقة منخفضة، كثافة عالية   (,access  memory
وسرعة كبيرة ف القراءة و التابة، كما أنها قادرة عل الحفاظ عل المعلومات مع غياب الطاقة، وتعتبر
هربائية فن بسرعة أكبر و فعالية أكثر. ويقول كانغ وانغ أستاذ الهندسة المثل الأقراص الصلبة ول
“أن هذا العمل سيعط مقاربة جديدة ف الهندسة النانوية للأجهزة الإلترونية”. رقائق  UCLA جامعة 
الحاسوب الت تستعمل spintronics تحتاج لمواد مغناطيسية للرفع من فعاليتها، وه العملية الت تسمح
الأنظمـة التقليديـة تحتـاج الأجهـزة لحقـل مغناطيسـ ذاكـرة الحـاسوب. مـن جهـة أخـرى وفـ تابـة فـبال
خارج. بالمقابل، لاتحتاج البنية المطورة فA UCL لهذا الحقل المغناطيس الخارج حيث أن الباحثين

صنعوا حقلا مغناطيسيا من خلال تغيير زاوية البنية باستعمال بعض الذرات.

المصادر:

نشر هذا البحث ف مجلة نايتشر للنانو تنولوجيا 11 ماي 2014

1

2

طلال بالخيري

https://scientific.ma/%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%b2%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82
http://scientific.ma/wp-content/uploads/2014/06/mssc.jpg
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2014.94.html
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-engineers-have-developed-241538
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